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＜NEDO事業＞
『低炭素社会を実現する次世代パワーエレクトロニクスプロジェクト』（2010～2019年度）
：新構造シリコンパワー半導体（スケーリングＩＧＢＴ）開発

『ＳＩＰ／次世代パワーエレクトロニクス』（2014～2018年度）
：パワー半導体向け酸化ガリウムの研究開発

『グリーンイノベーション基金事業／次世代デジタルインフラの構築』（2021～2030年度）
：次世代パワー半導体デバイス製造技術開発
：次世代パワー半導体に用いるウェハ技術開発

『ポスト５Ｇ情報通信システム基盤強化研究開発事業（基金）』（2021年度～）

事業計画

アウトプット

目標

・新世代パワー半導体及び半導体製造装置の高度化に必要な基盤技術を確立＜中間目標＞
・新世代パワー半導体及び特定用途向け半導体製造装置が実用化可能なレベル

であることを実証する＜最終目標＞
・事業期間中に特許出願につながった成果の件数：国内特許出願件数16件

アウトカム
目標

・本事業で開発した技術の実用化率：30%以上（2030年度）
※開発した技術が実用化に至ったテーマ数／採択テーマ数

・約1,440万t/年のCO2削減（2035年度において）

出口戦略

・新世代パワー半導体の開発：開発した酸化ガリウムパワー半導体、大口径インテリジェント
パワー半導体をプロジェクト終了後５年以内に実用化

・半導体製造装置の高度化開発：開発した半導体製造装置をプロジェクト終了後
５年以内に市場投入予定

・国際標準化提案：無

・第三者提供データ：無

グローバル
ポジション

・新世代パワー半導体：プロジェクト開始時：LD→プロジェクト終了時：LD

・半導体製造装置：プロジェクト開始時：DH→プロジェクト終了時：LD

（DH：Dead heat、LD：Leading）

想定する出口イメージ等

既存プロジェクトとの関係

2021 2022 2023 2024 2025 2026

研究開発
項目①

研究開発
項目②

評価時期 中間
評価

事後
評価

予算
（億円） 20.5 25.8 26.5 15.0 15.0

継続

プロジェクトの概要

＜研究開発スケジュール・評価時期・想定する予算規模＞

・期間：2021～2025年度（5年間）

・総事業費（NEDO負担分）： 102.8億円（委託）

・2023年度政府予算額：26.5億円（需給）

IoT推進部

ＰＭgr： 野村 重夫 主査
省エネエレクトロニクスの製造基盤強化に向けた技術開発事業

関連する技術戦略：パワーエレクトロニクス

半導体・デジタル産業戦略

産業のＩｏＴ化や電動化が進展、それを支える半導体関連技術の重要性
が高まる中、従来から我が国が強みを持ち、かつ省エネルギー化の鍵
になるエレクトロニクス製品（以下、「省エネエレクトロニクス製品」）が注
目を集めており、世界各国で取組が強化されている。

我が国が保有する高水準の要素技術等を活用し、より高性能な省エネ
エレクトロニクス製品を開発することで、飛躍的な省エネルギー化を実現。
また、安定的な供給を可能とするサプライチェーンを確保することで、省
エネエレクトロニクス製品の製造基盤強化を目指す。

①新世代パワー半導体の開発

・酸化ガリウムパワー半導体

・大口径インテリジェント・シリコンパワー半導体

②半導体製造装置の高度化に向けた技術開発

新世代パワー半導体の開発

半導体製造装置の高度化に
向けた技術開発

プロジェクト類型：標準的研究開発

調査
事業
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報告内容

３．マネジメント

２．目標及び達成状況

1．意義・アウトカム（社会実装）達成までの道筋
(1)本事業の位置づけ・意義
(2)アウトカム（社会実装）達成までの道筋
(3)知的財産・標準化戦略

(1)アウトカム目標と達成見込み
(2)アウトプット目標と達成状況

(1)実施体制
(2)受益者負担の考え方
(3)研究開発計画

• 事業の背景・目的・将来像
• 政策・施策における位置づけ
• 技術戦略上の位置づけ
• 国内外の動向と比較
• 他事業との関係
• アウトカム（社会実装）達成までの道筋
• 知的財産・標準化戦略
• 知的財産管理

• アウトカム目標の設定及び根拠
• 本事業における「実用化・事業化」の考え方
• アウトカム目標の達成見込み
• 費用対効果
• アウトプット（研究開発成果）のイメージ
• アウトプット目標の設定及び根拠
• アウトプット目標の達成状況
• 研究開発成果の意義（副次的成果及び波及効果）
• 特許出願及び論文発表

• NEDOが実施する意義
• 実施体制
• 個別事業の採択プロセス
• 予算及び受益者負担
• 研究開発のスケジュール/目標達成に必要な要素技術
• 進捗管理
• 進捗管理：動向・情勢変化への対応
• 進捗管理：開発促進財源投入実績

ページ構成

4．目標及び達成状況(詳細）
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＜評価項目１＞意義・アウトカム（社会実装）達成までの道筋
（１）本事業の位置づけ・意義
（２）アウトカム（社会実装）達成までの道筋
（３）知的財産・標準化戦略
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報告内容

３．マネジメント

２．目標及び達成状況

1．意義・アウトカム（社会実装）達成までの道筋
(1)本事業の位置づけ・意義
(2)アウトカム（社会実装）達成までの道筋
(3)知的財産・標準化戦略

(1)アウトカム目標と達成見込み
(2)アウトプット目標と達成状況

(1)実施体制
(2)受益者負担の考え方
(3)研究開発計画

• 事業の背景・目的・将来像
• 政策・施策における位置づけ
• 技術戦略上の位置づけ
• 国内外の動向と比較
• 他事業との関係
• アウトカム（社会実装）達成までの道筋
• 知的財産・標準化戦略
• 知的財産管理

ページ構成

4．目標及び達成状況(詳細）
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1. 意義・アウトカム（社会実装）までの道筋 (1) 本事業の位置づけ・意義

5

事業の背景・目的・将来像
近年、産業のIoT化や電動化が進展し、それを支える半導体関連技術の重要性が高まる
中、我が国が強みを持ち、かつ省エネルギー化に寄与するエレクトロニクス技術に対して注
目が集まり、諸外国も取組を強化し始めている。
我が国が保有する高水準の要素技術等を活用し、より高性能な省エネエレクトロニクス製
品を開発することで、飛躍的な省エネルギー化を実現する。また、安定的な供給を可能とす
るサプライチェーンを確保することで、省エネエレクトロニクス製品の製造基盤強化を目指す。

【酸化ガリウムパワーデバイス】
現時点で日本が圧倒的優位に立ち、

今後市場の立ち上がりが期待される分野
＜2021年は実験室レベル＞

【シリコンパワーデバイス（300ｍｍ）】
従来より日本が強みを有するが、

量産技術で後れを取りつつある分野
＜ 2021年 海外の一部企業で量産化＞

①新世代パワーデバイスの開発
【酸化ガリウムパワーデバイス】

他国が追いつく前に、早期に製品化を
実現し、市場投入・獲得を目指す。

＜事業化で省エネに貢献＞
将来像

【シリコンパワーデバイス（300ｍｍ）】
スケーリングIGBT等を活用することで、

差別化を図り、市場シェア獲得を目指す。
＜日本特有技術で海外トップ企業と差別化＞

将来像



1. 意義・アウトカム（社会実装）までの道筋 (1) 本事業の位置づけ・意義
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事業の背景・目的・将来像
【半導体製造装置】

従来より日本が強みを有するが、
シェアが縮小しつつある分野

②半導体製造装置の高度化に向けた技術開発

将来像

【半導体製造装置】
半導体製造装置の革新的な技術開発を進める
ことにより、日本が有する特徴的な要素技術を
製品に適用し、海外トップ企業との差別化を
図ることにより、市場シェアの拡大を目指す。

新材料のメモリ新材料形成装置

センサ

AD変換

メモリ

ロジック

貼り合わせ装置

三次元構造

②新材料や新構造の導入

③半導体製造における劇的な歩留まり向上
アライメント装置

①微細化
改質装置

市場規模＆成長率（大）の分野

国内企業が技術的強み・蓄積から
解決見通し有

①ゲームチェンジが起こる市場
②チョークポイントとなる戦略上、

重要な装置

【開発ターゲット】
ハイリスク・ハイリターン

な先進市場開拓



1. 意義・アウトカム（社会実装）までの道筋 (1) 本事業の位置づけ・意義

7

政策・施策における位置づけ
METI半導体・デジタル産業戦略（抜粋）

半導体技術のグリーンイノベーション促進（抜粋）



1. 意義・アウトカム（社会実装）までの道筋 (1) 本事業の位置づけ・意義

Si、SiC、GaN、Ga2O3の棲み分けイメージ

8

技術戦略上の位置づけ

（低コスト化）

（出典）経済産業省 「低炭素社会を実現する次世代パワーエレクトロニクス」 PR資料を基にNEDO作成



1. 意義・アウトカム（社会実装）までの道筋 (1) 本事業の位置づけ・意義
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国内外の動向と比較 ①新世代パワー半導体の開発
酸化ガリウムパワー半導体の開発

パワーデバイス市場は、継続してSiパワーデバイス中心に成長

MOSFETやIGBTモジュールなどのシリコ
ンパワーデバイスは、中国市場の拡大
や自動車・電装分野などの需要増加に
よって、市場が大きく拡大している。

SiCパワーデバイスは、サーバ電源、
太陽光発電、充電インフラなど、
需要は増加傾向にある。

（出典）富士経済HP（パワー半導体2030年市場予測（2022年））

パワーデバイス全体（パワーIC）



1. 意義・アウトカム（社会実装）までの道筋 (1) 本事業の位置づけ・意義
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国内外の動向と比較 ①新世代パワー半導体の開発
酸化ガリウムパワー半導体の開発

SiCやGaNの基板（ウェハ）製造コストは、Siと比べて極めて高価。
2010年代に、SiCやGaNを上回る材料特性を持ち、将来的に製造コストをSiに近い
水準まで下げられる見込みのある酸化ガリウム（Ga2O3）パワー半導体が出現。



1. 意義・アウトカム（社会実装）までの道筋 (1) 本事業の位置づけ・意義
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国内外の動向と比較 ①新世代パワー半導体の開発
酸化ガリウムパワー半導体の開発

パワー半導体向け酸化ガリウムの研究開発は、日本（京大・FLOSFIA、NICT・タムラ製作所）発。
研究開発段階の現時点では、日本が他国に対して圧倒的な優位性を維持。
他方で、論文数の指数関数的な増加など、海外からの注目度が急上昇している。
酸化ガリウムの市場は今後拡大が予想され、早期に製品化、市場投入/獲得を図ることが求められる。

（出典）富士経済HP（パワー半導体2030年市場予測（2022年））



1. 意義・アウトカム（社会実装）までの道筋 (1) 本事業の位置づけ・意義
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国内外の動向と比較 ①新世代パワー半導体の開発
大口径インテリジェント・シリコンパワー半導体の開発

業界のリーダーであるインフィニオンテクノロジーズ（独）が、Ｍ＆Ａ等を通じて市場シェアを拡大する
とともに、３００ｍｍウェハのシリコンパワー半導体の量産を開始。
海外各社も追随。日本企業も検討を本格化。

企業名 シェア
(2021年度）

拠点 投資計画など
（公開情報より）

Infineon 
Technologies

２2% オーストリア・
フィラッハ

2021年9月300mmウェハ製造工場の操
業開始。

ドイツ・ドレス
デン

300mmウェハ製造工場を新設。
2026年秋の生産拡大を予定。

ON Semiconductor １０% アメリカ・
ニューヨーク州

GlobalFoundriesから300mmウェハ製
造工場を買収。

STMicroelectronics ７% フランス・クロ
ル

300mmウェハ製造工場を新設。
2026年までに年間最大62万枚生産予定。

三菱電機 ６％ 福山 シャープから工場を買い取り、2024年
度に300mmウェハの製造開始予定。

東芝デバイス＆スト
レージ

５％ 加賀東芝エレク
トロニクス

300mmウェハ製造工場を2024年度まで
に新設。2022年度比約2.5倍の生産規模
を目指す。

ルネサスエレクトロ
ニクス

４％ 甲府 300mmウェハ製造工場として再稼働。
生産能力2倍を見込む。

（出典）富士経済HP（パワー半導体市場予測（2022年））



1. 意義・アウトカム（社会実装）までの道筋 (1) 本事業の位置づけ・意義
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国内外の動向と比較 ①新世代パワー半導体の開発
大口径インテリジェント・シリコンパワー半導体の開発

３００ｍｍウェハの量産で先行した欧州勢だが、現時点では、２００ｍｍプロセスと
同じ構造の半導体を３００ｍｍプロセスで製造しているのみ。コスト低減にはなるもの
の、「構造の微細化」等は、活用できていない。
我が国が保有する新構造のシリコンパワー半導体（スケーリングIGBT）を活用すれば、
パワー半導体と同一チップ上に、その制御を行うデジタル回路を混載し、パワー半導体
の動作の自動最適化や故障予知など、極めて高度な自己制御機能を持ったパワー半
導体（大口径インテリジェント・シリコンパワー半導体）を実現できる可能性がある。



1. 意義・アウトカム（社会実装）までの道筋 (1) 本事業の位置づけ・意義
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国内外の動向と比較 ②半導体製造装置の高度化に向けた技術開発

我が国には、半導体の製造に不可欠な製造装置産業が一定程度存在。
前工程半導体製造装置の地域別の日本シェアは、2013年以降に低下傾向。

日系シェア
塗布装置 約9割
CVD装置 約3割
エッチング装置 約3割 等 前工程装置の出荷額と地域別シェアの推移（～2021年）

（出典）湯之上隆（微細加工研究所），EE Times Japan（2022年8月19日）（出典）野村證券のデータを基にNEDO作成



1. 意義・アウトカム（社会実装）までの道筋 (1) 本事業の位置づけ・意義
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国内外の動向と比較 ②半導体製造装置の高度化に向けた技術開発

半導体製造装置市場は、特にドライエッチング装置や露光装置、CVD関連の市場規模が大きい。
これらの技術開発をさらに加速させ、我が国企業の国際競争力を確保し続ける必要がある。

（出典）湯之上隆（微細加工研究所） 有門経敏（Tech Trend Analysis），EE Times Japan（2018年9月19日）



1. 意義・アウトカム（社会実装）までの道筋 (1) 本事業の位置づけ・意義
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国内外の動向と比較 ②半導体製造装置の高度化に向けた技術開発

ムーアの法則の終焉が叫ばれ、半導体デバイスの微細化に大きな進展が見込めない中、半導体構造を
三次元化することで性能向上を図る動きが出てきている。
後工程における貼り合わせ技術をはじめとする三次元積層関連等の革新的技術開発の要求が高まっている。

（出典）：新光電気HP



1. 意義・アウトカム（社会実装）までの道筋 (1) 本事業の位置づけ・意義
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他事業との関係（METI関連）
2018 202320172016 20212015 2019 2020 2022

新世代Siパワーデバイス技術開発新世代Siパワーデバイス技術開発

酸化ガリウムパワー半導体開発酸化ガリウムパワー半導体開発

GaN先導研究GaN先導研究

次世代パワーエレクトロニクス応用システム開発次世代パワーエレクトロニクス応用システム開発

大口径インテリジェントシリコンパワー半導体開発大口径インテリジェントシリコンパワー半導体開発

ＧａＮパワーデバイス等の
実用化加速技術開発
ＧａＮパワーデバイス等の
実用化加速技術開発

2014 2024 2025

パ
ワ
ー
半
導
体

半
導
体
製
造
装
置

Si

SiC

GaN

Ga2O3

低炭素社会を実現する次世代パワーエレクトロニクスPJ

省エネエレクトロニクスの製造基盤強化に向けた技術開発

半導体製造装置の高度化に向けた技術開発半導体製造装置の高度化に向けた技術開発

追加公募（後工程露光装置）追加公募（後工程露光装置）

グリーンイノベーション基金事業
次世代パワー半導体に用いるウェハ技術開発（SiC）次世代パワー半導体に用いるウェハ技術開発（SiC）

次世代パワー半導体デバイス製造技術開発
（SiC、GaN）

ドライエッチング装置
露光装置
成膜装置
三次元積層関連装置

グリーンイノベーション基金事業

先端半導体製造技術の開発先端半導体製造技術の開発

ポスト５Ｇ情報通信システム基盤強化研究開発事業（半導体）
先端半導体製造技術



1. 意義・アウトカム（社会実装）までの道筋 (1) 本事業の位置づけ・意義

SIP（第2期）SIP（第2期）

2018 202320172016 20212015 2019 2020 2022

新世代Siパワーデバイス技術開発新世代Siパワーデバイス技術開発

GaN先導研究GaN先導研究

次世代パワーエレクトロニクス応用システム開発次世代パワーエレクトロニクス応用システム開発

ＧａＮパワーデバイス等の
実用化加速技術開発
ＧａＮパワーデバイス等の
実用化加速技術開発

2014 2024 2025

経
済
産
業
省

内
閣
府

Si

SiC

GaN

Ga2O3

低炭素社会を実現する次世代パワーエレクトロニクスPJ グリーンイノベーション基金事業
次世代パワー半導体に用いるウェハ技術開発（SiC）次世代パワー半導体に用いるウェハ技術開発（SiC）

次世代パワー半導体デバイス製造技術開発
（SiC、GaN）

18

他事業との関係（パワエレ関連）

文
科
省

SiC
GaN

Ga2O3

GaN

SIP（第1期）次世代パワーエレクトロニクスSIP（第1期）次世代パワーエレクトロニクス
SiCウエハ/デバイス開発SiCウエハ/デバイス開発

将来のパワエレ（酸化ガリウム）将来のパワエレ（酸化ガリウム）

GaNウエハ/デバイス開発GaNウエハ/デバイス開発

革新的パワーエレクトロニクス創出基盤技術研究開発事業
＜INNOPEL＞（パワエレ回路、受動素子含む）

革新的パワーエレクトロニクス創出基盤技術研究開発事業
＜INNOPEL＞（パワエレ回路、受動素子含む）

酸化ガリウム
デバイス開発
酸化ガリウム
デバイス開発

GaNデバイス開発GaNデバイス開発

酸化ガリウムパワー半導体開発酸化ガリウムパワー半導体開発

大口径インテリジェントシリコンパワー半導体開発大口径インテリジェントシリコンパワー半導体開発

半導体製造装置の高度化に向けた技術開発半導体製造装置の高度化に向けた技術開発

追加公募（後工程露光装置）追加公募（後工程露光装置）

省エネエレクトロニクスの製造基盤強化に向けた技術開発



1. 意義・アウトカム（社会実装）までの道筋 (2)アウトカム達成までの道筋

19

アウトカム（社会実装）達成までの道筋（全体）
2023 2030 2035

研究開発項目1-1
酸化ガリウム
パワー半導体

アウトプット目標 アウトカム目標

プロジェクト終了

2025

波及効果
（インパクト）

2028

実用化
（PJ終了後~２年目目処）

基盤技
術開発

開発した
技術の

実用化率
30%以上
（累計）
の達成

実用化
実証

SBD、他
量産

新世代
IGBT量産

派製品展開

プロジェクト終了

研究開発項目1-2
大口径インテリジェント

パワー半導体

研究開発項目2
半導体製造装置

の高度化

実用化
実証 SBD、他試作

要素技術の先行量産投入

派製品展開

基盤技
術開発

実用化
実証 製造ラインへの導入

製品試作（顧客評価）

導入ライン拡大

実用化
（PJ終了後~2年目目処）

プロジェクト終了 実用化
（PJ終了後~2年目目処）

開発した技術
の普及による
CO2削減

1440万トン/年
の達成

特許出願16件以上

事業化
（PJ終了後~5年目目途)

事業化
（PJ終了後~5年目目途)

事業化
（PJ終了後~5年目目途)

社会実装
（PJ終了後5~7年目目途)

酸化ガリウムパワーデバイスの市場拡大と早期市場獲得に
よる国際競争力の向上
パワーデバイス、パワーエレクトロニクス機器の低ネガワットコ
スト化
デジタル・ネットワーク技術との融合によるエネルギーグリッド
全体の高効率・最適動作

⇒電化と電力のグリーン化促進
革新的半導体製造装置の市場拡大と早期市場獲得によ
る国際競争力の向上
地球温暖化の抑制

※機密性の高い詳細版は「非公開版」に掲載

派製品展開革新的製造装置
による半導体製造

適
用
製
品
増
加



1. 意義・アウトカム（社会実装）までの道筋 (3) 知的財産・標準化戦略

20

知的財産・標準化戦略
● 基本的考え方
‣特許に関しては国際的視野に立って戦略的に主導権を取るべく、積極的に国内・海外ともに出願することを基本とする。
‣ただし、以下の場合、数々の成果技術について公開されることによるデメリットの方が大きいと判断し、戦略的に特許取得を

見送り、ノウハウとして秘匿する場合がある。
既に強力な基本特許を出願済みの技術領域
事業開始前に重要要素技術に関する強力な特許網構築済みの技術領域
製品を分解しても解明不能な技術に関する技術領域 (材料・プロセス等)
半導体製造装置のコアパーツ

‣互換性確保のため、各種デバイスやモジュールのインターフェース仕様に関しては、標準化を推進する。

非競争領域 競争領域

公開 新世代パワー半導体のインターフェース仕様
⇒標準化の推進

新世代パワー半導体技術全般
半導体製造装置の高度化技術全般
⇒ 積極的に国内・海外とも出願

非公開 ー

・基本特許取得済みの技術領域
・特許網構築済みの技術領域
・分解しても解明不能な技術領域
・半導体製造装置のコアパーツ
⇒ ノウハウとして秘匿



1. 意義・アウトカム（社会実装）までの道筋 (3) 知的財産・標準化戦略
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知的財産管理

知的財産権の帰属
産業技術力強化法第17条第１項に規定する4項目及びNEDOが実施する知的財産権の状況調査（バイ・

ドール調査）に対する回答を条件として、知的財産権はすべて発明等をなした機関に帰属

知財マネジメント基本方針（「NEDO知財方針」）に関する事項
共同提案テーマについては、NEDO知財方針で記載された「全実施機関で構成する知財委員会」の機能を兼

ねた運営委員会を整備し、「知財の取り扱いに関する合意書」に準拠した項目を有する共同開発契約を締結す
る。

データマネジメントに係る基本方針（NEDOデータ方針）に関する事項
NEDOデータ方針に記載された「全実施機関で構成する知財委員会（又は同機能）を整備し、「データの取扱

いに関する合意書」を作成



＜評価項目２＞目標及び達成状況

（１）アウトカム目標及び達成見込み
（２）アウトプット目標及び達成状況

22



報告内容

３．マネジメント

２．目標及び達成状況

1．意義・アウトカム（社会実装）達成までの道筋
(1)本事業の位置づけ・意義
(2)アウトカム（社会実装）達成までの道筋
(3)知的財産・標準化戦略

(1)アウトカム目標と達成見込み
(2)アウトプット目標と達成状況

(1)実施体制
(2)受益者負担の考え方
(3)研究開発計画

• アウトカム目標の設定及び根拠
• 本事業における「実用化・事業化」の考え方
• アウトカム目標の達成見込み
• 費用対効果
• アウトプット（研究開発成果）のイメージ
• アウトプット目標の設定及び根拠
• アウトプット目標の達成状況
• 研究開発成果の意義（副次的成果及び波及効果）
• 特許出願及び論文発表

ページ構成

4．目標及び達成状況(詳細）
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2. 目標及び達成状況 (1) アウトカム目標及び達成見込み

24

アウトカム目標の設定及び根拠
アウトカム目標 根拠

本事業で開発した技術の実用化率（※）：
３０％以上（2030年度）

※開発した技術が実用化に至ったテーマ数／採択テーマ数

ＮＥＤＯにおいては、通常の研究開発事業の実用化達成率の
目標を、事業終了後５年経過後の時点で２５％以上と設定し
ているが、日本企業が有する高水準の要素技術の市場導入を
加速させる必要があることを踏まえ、事業終了後５年経過後
の時点での実用化達成率を３０％以上と設定する。

本事業で開発した技術の普及によるＣＯ２削減量：
１,４４０万ｔ（2035年度）

対象としたアプリケーション
①次世代パワー半導体 ： 国内HV,EV,PHV、サーバー
②リソグラフィ、エッチング装置、成膜装置 ：

スマートフォン、半導体工場、国内データセンター
③三次元積層関連装置：

国内データセンター、サーバー、スマートフォン、
半導体製造装置



2. 目標及び達成状況 (1) アウトカム目標及び達成見込み

用語 定義 （「国の研究開発評価に関する大綱的指針」等に基づき作成）
実用化 当該研究開発に係る試作品・装置等の社会的利用(顧客への提供等)が開始されること
事業化 当該研究開発に係る商品・製品等の販売や利用により、企業活動(売り上げ等)に貢献すること

25

本事業における「実用化・事業化」の考え方



2. 目標及び達成状況 (1) アウトカム目標及び達成見込み

26

アウトカム目標の達成見込み

アウトカム目標 製品イメージ 達成見込み
本事業で開発した技術の
実用化率（※）：
３０％以上（2030年度）

※開発した技術が実用化に
至ったテーマ数／採択テー
マ数

日本が強みを有する省エネエレクトロニクス
技術に基づく

【研究開発項目１－１】
酸化ガリウムパワー半導体

【研究開発項目１－２】
大口径インテリジェント・
シリコンパワー半導体

【研究開発項目２】
高度化された半導体製造装置の創出

【研究開発項目１－１】
2025年度までに実用化達成見込み
⇒プロトタイプの試作にて基本動作を確認済み

【研究開発項目１－２】
2023年度に要素技術を先行して実用化済み

【研究開発項目２】
2025～2027年度までに実用化達成見込み
⇒重ね合わせ精度向上、高精度アライメント

計測、検査加工技術、低エネルギー大電流
イオンビームによる表面改質、次世代不揮
発性メモリ向け成膜、三次元積層関連の
後工程用露光、直描露光機の高解像度化

に関する技術開発が順調に進展

本事業で開発した技術の
普及によるＣＯ２削減量：
１,４４０万ｔ（2035年度）

実施計画に沿って順調に進捗しており、計画通りのアウトカム目標達成を見込んでいる



2. 目標及び達成状況 (1) アウトカム目標及び達成見込み
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【参考】アウトカム達成までの個別イメージ

出展：2022年度 バイオジェット 中間評価（公開）

各研究開発項目の社会実装時期 2023年度~ 2025年度~ 2027年度~

①新世代
パワー
半導体

酸化
ｶﾞﾘ FLOSFIA

大口径Si 九大、東芝D&S、
東大

②半導体製造装置

日立製作所

日新イオン機器

ニコン

キヤノン
アネルバ

東京
エレクトロン

オーク製作所

SCREENセミコンダ
クターソリューショ
ンズ

最終
目標

最終
目標

最終
目標

SBD、他
量産

新世代IGBT
量産

実用化検証

実用化検証 スマート検査
装置量産

最終
目標 実用化検証 大電流イオン

注入装置量産

最終
目標 実用化検証 高精度アライ

メント装置量産

最終
目標 実用化検証

次世代不揮発メモ
リ成膜装置量産

最終
目標 実用化検証 3次元ウェハーボ

ンダー装置量産

最終
目標 実用化検証

ダイレクト露光装置量産
（解像性と生産性の両立）

最終
目標 実用化検証 高解像度

直描露光機量産

研究
開発

研究
開発

研究
開発

研究開発

研究開発

実用化検証
研究開発

中間
目標

3次元ウェハー
ボンダー
装置量産

300mmMOS 量産

研究開発

中間
目標 実用化検証

実用化検証

次世代不揮発メモリ成膜装置量産



2. 目標及び達成状況 (1) アウトカム目標及び達成見込み

プロジェクト費用の総額（予定）
102.8億円 (2021年度～2025年度事業費計)

売り上げ予測（実施者計画 積み上げ値）
パワー半導体 14,135億円（2024年度～2030年度計）
半導体製造装置 3,863億円（2024年度～2030年度計）

効果（目標）
技術の実用化率*1 30%以上 （2030年度）
*1 開発した技術が実用化に至ったテーマ数/採択テーマ数

CO2削減効果*2 1,440万ｔ（2035年度）
*2 対象としたアプリケーション

①次世代パワー半導体 ： 国内HV,EV,PHV、サーバー
②リソグラフィ、エッチング装置、成膜装置 ： スマートフォン、半導体工場、国内データセンター
③三次元積層関連装置： 国内データセンター、サーバー、スマートフォン、半導体製造装置

28

費用対効果



2. 目標及び達成状況 (２) アウトプット目標及び達成状況
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アウトプット（研究開発成果）のイメージ

アウトプット
目標

＜中間目標＞
・新世代パワー半導体及び半導体製造装置の高度化に必要
な基盤技術を確立する

＜最終目標＞
・新世代パワー半導体及び特定用途向け半導体製造装置が
実用化可能なレベルであることを実証する
・事業期間中に特許出願につながった成果の件数：
国内特許出願件数16件以上

中間目標：新世代パワー半導体及び半導体製造装置の高度化に必要な基盤技術を確立



2. 目標及び達成状況 (２) アウトプット目標及び達成状況

30

アウトプット(中間)目標の設定及び根拠

研究開発項目 中間/最終目標（2024年３月） 評価時目標（2023年6月） 根拠

研究開発項目1-1
・SBDデバイス・モジュールに必要な
基盤技術確立

・酸化ガリウムパワー半導体の実用化検証
SBD試作評価、酸化ガリウムチップ搭載
モジュール試作を実施中

世界に先駆けて特定用途向けのα型
酸化ガリウムパワー半導体および
モジュールを開発・製品化するため

研究開発項目1-2 ・極めて高度な自己制御機能を持った
パワー半導体の開発

300mmシリコンパワー半導体およびパワー
半導体自己制御機能の基盤技術を構築中

2025年までに実用化可能であることを
実証するため

研究開発項目2

・半導体製造装置の高度化に必要な
基盤技術を確立（5年プロジェクト）

・半導体製造装置を試作・評価し、
実用化可能であることを実証

（3年プロジェクト）

試作機の設計、組立、ソフトウェア開発を
実施中 2023～2025年までに試作・評価し、

実用化可能であることを実証するため

研究開発項目 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度

研究開発項目1-1
酸化ガリウムパワー半導体の開発

研究開発項目2-1
大口径インテリジェント・シリコンパワー半導体の開発

研究開発項目2
半導体製造装置の高度化に向けた技術開発

中
間
／
最
終
目
標

中
間
評
価

終
了
時
評
価

最
終
目
標



2. 目標及び達成状況 (２) アウトプット目標及び達成状況

31

アウトプット目標の達成状況

研究開発項目 目標
（2024年３月）

成果（実績）
（2023年6月）

達成度
（見込み） 達成の根拠

① 新世代パワー半導体の開発
①－１ 「酸化ガリウムパワー半
導体の開発」

特定用途向けSBD デバイス・モジュー
ルの基盤技術を確立し、特定用途向
けの酸化ガリウムパワー半導体の開発
及びモジュールの試作・評価を行い、実
用化可能であることを実証する。

SBD試作評価、
酸化ガリウムチップ搭
載モジュール試作中

○
2024年3月に
達成見込み

実施計画に沿ってバランスの良いプロジェクト
運営がされている。
定期的なアドバイザリーボードが開催され、
課題クリア、顧客ニーズに沿った開発目標を
設定。

① 新世代パワー半導体の開発
①－２「大口径インテリジェント・
シリコンパワー半導体の開発」

大口径（300mm）シリコンパワー半
導体に、自動最適化や故障予知など、
極めて高度な自己制御機能を持ったパ
ワー半導体を開発する。

300mmシリコン
パワー半導体および
パワー半導体自己制
御機能の基盤技術を
構築中

○
2024年3月に
達成見込み

産学の複数関係者とうまくマネジメントして、
実施計画に沿って順調に進捗している。
早期に実用化が見込める技術は計画を
見直してスピンアウトさせている。

◎ 大きく上回って達成、○達成、△一部未達、 ×未達

すべての研究開発項目において、2024年3月に目標達成見込み



2. 目標及び達成状況 (２) アウトプット目標及び達成状況

アウトプット目標の達成状況
酸化ガリウムパワー半導体の開発 大口径インテリジェント・シリコンパワー半導体の開発

酸化ガリウムの材料物性を最大限引き出すため、トレンチ内に新規
P型半導体「酸化イリジウムガリウム」を成膜したJBS構造を作製
酸化ガリウムSBD（1200V）試作評価実施
ユーザーアドバイザリーボードを活用し、モジュール仕様を決定
酸化ガリウムチップ埋込型モジュール（1200V）試作評価実施

【300mmプロセス】
低耐圧(60V以下)、中耐圧(200V以下)パワーMOSFETの
300㎜プロセスを2023年から事業化移行するとともに、
IGBT300㎜プロセスを構築中。

【新Siウェハ・IGBT】
新パワーデバイス用Si基板(Sbドープ）で3.3kVおよび6.5kV-
IGBT動作を実証

【インテリジェント】
6.5kV耐圧IGBTをデジタルゲート制御ICで最適駆動するインテリ
ジェント・デジタルゲート・モジュールの評価プラットフォームを構築

cathode metal

anode metal

n-

p+

n+ Ga2O3

n- Ga2O3

新規P型半導体
(IrGa)2O3

0.93㎜

（a）JBS構造の断面構造 （b）上面からの顕微鏡写真

JBS構造に酸化イリジウムガリウムを適用

2.
0

m
m

2.5 mm

ゲート駆動回路制御
回路

センサ
回路

新Siウェハ(Sbドープ）で
スケーリングIGBTを開発し、
3.3kV動作を確認

自動波形変化ゲート駆動ICを開発し、スイッチング損失を
従来比49%低減を実証

酸化ガリウムチップ埋込型
モジュールのイメージ図
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2. 目標及び達成状況 (２) アウトプット目標及び達成状況

33

アウトプット目標の達成状況

研究開発項目 目標
（2024年３月）

成果（実績）
（2023年6月）

達成度
（見込み） 達成の根拠

② 半導体製造装置の
高度化に向けた技術
開発

半導体製造装置の
高度化に必要な基
盤技術を確立する。

【スマート検査/スマート加工】
電子顕微鏡の撮像条件の自動最適化に向けた実デバイスで
の単一パラメータの最適化の原理検証を完了、3種類の加工
方式によるエッチング基礎特性データを取得完了

【表面改質装置】
改造試作機の性能確認し、新試作機の設計へフィードバック

【高精度アライメント計測】
新光学系を開発し、必要解像度の達成を確認
視認性を改善する長波長光源を開発し、評価完了

【不揮発性メモリ成膜装置】
新成膜チャンバを開発し、目標膜特性の達成を確認

【ウェハ貼り合わせ装置】
中間目標（ウェハ重ね合わせ精度）を1年前倒しで達成

【ダイレクト露光装置】
実験機における基本的動作デバックを完了

【直描露光機の高解像度化】
光学系の設計完了、高精度ステージの処理基板開発完了

○
2024年3月に
達成見込み

実施計画に沿って順調に
進捗している。
顧客ニーズの把握に努め、
開発目標や計画を随時見
直して実用化確度向上を
図っている。

◎ 大きく上回って達成、○達成、△一部未達、 ×未達

すべての研究開発項目において、2024年3月に目標達成見込み



詳細：2. 目標及び達成状況 (２) アウトプット目標及び達成状況

アウトプット目標の達成状況
スマート検査/スマート加工 表面改質装置

設計中の試作機

試作機で要求される諸性能の事前検証のため、試験機の改造
を行い、ビーム電流及びメンテナンス周期の目標を達成
→試作機の設計及び部材手配を実施中

試験機を製作後、最終性能評価を実施し、ビーム電流などの諸
性能の最終目標を達成する見込み
国際学会で成果発表を実施、一部顧客との共同評価を開始

電子顕微鏡の撮像条件の自動最適化に向け、
実デバイスでの単一パラメータの最適化の原理検証を完了

→複数の装置パラメータに対する最適条件導出を検証し、
ソフト実証により最終目標を達成する見込み

難エッチング材料の加工可能性検証に向け、3種類の
加工方式によるエッチング基礎特性データを取得完了

→素子パターンの加工可能性を検証し、有望技術特定
の最終目標を達成する見込み
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詳細：2. 目標及び達成状況 (２) アウトプット目標及び達成状況

アウトプット目標の達成状況
高精度アライメント計測 不揮発性メモリ成膜装置

微細ピッチのアライメント・マークを計測に必要な解像度の
レンズ、長波長計測領域まで対応した新光学系を開発
アライメント・マーク計測の視認性改善する長波長光源を開発
新光学系を装置に搭載して微細ピッチのアライメント・マークの
必要計測精度を達成する

新光学系
照明部

新光学系
対物部

アライメント・マーク付ウェハ

新光学系（プロトタイプ）
→必要解像度の達成を確認

新光源の開発
高輝度、長波長に対応

各種メモリ材料の成膜評価および装置開発を推進
大学やデバイスメーカーと共に、成膜したメモリ材料薄膜の
評価を進め、デバイス動作実証を実施
量産安定性を確保するための技術開発を行い、プロセス
安定化技術の実証を実施
次世代MRAMは量産性能確認を行い、開発完了

処理枚数
膜

特
性

従来技術

安定化技術

プロセス安定化技術の実証（例）
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詳細：2. 目標及び達成状況 (２) アウトプット目標及び達成状況

アウトプット目標の達成状況
3Dインテグレーション研究開発（貼り合わせ装置）

ウェハボンディング装置は、表面改質処理、洗浄処理、
接合（ボンディング）の各モジュールで構成
表面改質処理において接合メカニズムの仮説を立案し、
中間目標（ボンディングにおける重ね合わせ精度＊）
を一年前倒しで達成

＊重ね合わせ精度はトータルオーバーレイと定義される
（ウェハ外周部3mmを除く全ての領域で中間目標達成）
反りウェハに対して重ね合わせ精度改善のための要素技術を確立

ダイレクト露光装置

三次元積層を含む半導体後工程用の回路形成に
適用可能な高解像、高精度ダイレクト露光装置開発の
第一段階として実験機を開発して評価を行う。
実験機に露光ヘッドを搭載して調整開始

装置正面 露光ステージ面

親水化接合 処理フロー

＊トータルオーバーレイの概念
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詳細：2. 目標及び達成状況 (２) アウトプット目標及び達成状況

アウトプット目標の達成状況
直描露光装置の高解像度化

光学シミュレーションにより、照明系のパラメータを最適化することで
従来照明系よりターゲット線幅L/SのDOFが増加することを確認
ステージ動作をリアルタイムで制御する高速データ処理基板を
開発し、実機での評価を実施。
→ステージ走行時におけるΘ軸リアルタイム補正精度の改善を確認

改良前

緑枠内が
分離解像

赤色部分が
レジスト

改良後

DOFの
増加を
確認

レジストシミュレーションによる照明系最適化

ステージθ軸のばらつきが改善

従来のデータ処理基板でのヨーイング補正結果
高速データ処理基板でのヨーイング補正結果

高速データ処理基板によるΘ軸リアルタイム補正改善
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2. 目標及び達成状況 (２) アウトプット目標及び達成状況

酸化ガリウムパワーデバイスの市場拡大と早期市場獲得による国際競争力の向上
パワーデバイス、パワーエレクトロニクス機器の低ネガワットコスト(*)化
デジタル・ネットワーク技術との融合によるエネルギーグリッド全体の高効率・最適動作
⇒電化と電力のグリーン化促進
革新的半導体製造装置の市場拡大と早期市場獲得による国際競争力の向上
地球温暖化の抑制

38

研究開発成果の意義（波及効果／副次的成果）

波及効果

半導体関連（含むパワエレ）技術者の技術力向上

副次的成果
(*)ネガワットコスト (¥/kWhr)

＝ (導入コスト＋運転コスト)
省エネ量 × 稼働時間



2. 目標及び達成状況 (２) アウトプット目標及び達成状況
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特許出願及び論文発表

2021年度 2022年度 2023年度 計

国内特許出願 1 12 １
（15）

14
（28）

外国特許出願 4 2
（4）

6
（8）

論文 7 0
（1）

7
（8）

研究発表・講演 1 7 1 9

受賞実績 -

新聞・雑誌等への掲載 2 （1） 2
（3）

展示会への出展 -
※2023年5月8日現在実績、（ ）は2023年度末時点の見込み値 【2023年3月23日NEDOニュースリリース】

競争領域のオープン戦略に則り、積極的な出願と研究発表・情報誌掲載を推進



＜評価項目３＞マネジメント
（１）実施体制
（２）受益者負担の考え方
（３）研究開発計画
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報告内容

３．マネジメント

２．目標及び達成状況

1．意義・アウトカム（社会実装）達成までの道筋
(1)本事業の位置づけ・意義
(2)アウトカム（社会実装）達成までの道筋
(3)知的財産・標準化戦略

(1)アウトカム目標と達成見込み
(2)アウトプット目標と達成状況

(1)実施体制
(2)受益者負担の考え方
(3)研究開発計画

• NEDOが実施する意義
• 実施体制
• 個別事業の採択プロセス
• 予算及び受益者負担
• 研究開発のスケジュール/目標達成に必要な要素技術
• 進捗管理
• 進捗管理：動向・情勢変化への対応
• 進捗管理：開発促進財源投入実績

ページ構成

4．目標及び達成状況(詳細）

41



3. マネジメント (1) 実施体制

42

NEDOが実施する意義

事業の目的：
①高性能な省エネエレクトロニクス製品を開発することで、飛躍的な省エネルギー化を実現する。
②安定的な供給を可能とするサプライチェーンを確保することで、省エネエレクトロニクス製品の

製造基盤強化を図る。

パワー半導体及び半導体製造装置の
産業力強化は、省電力化と安定供給の鍵

近年、他国では産業力強化に向けて積極
的な投資活動。国家を挙げた支援体制

•近年の状況変化（欧州勢のシェア増加、中国勢・ファウンドリ
の台頭、大口径化への遅れ）を踏まえると、我が国の基幹産業
（自動車、産業機器等）にとって重要性が増していく

（パワー）半導体を国内で安定的に供給することが困難になる
可能性がある

本分野の国際競争力を維持するため、
国家的な強化施策が必要

•経済安全保障上の懸念（我が国が他国に対して有する影響力の
低下、他国から我が国基幹産業への影響力の強化）もある

•日本企業は、ロジックやメモリで競争力を失う中でも、パワー
半導体市場の特性ゆえに、当該市場で競争力を有してきた



3. マネジメント (1) 実施体制
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実施体制（責任体制）

プロジェクトマネージャー
NEDO 野村重夫

鉄道総研 正田フェロー
東大 内田教授
政投銀 奥村課長
阪大 谷口名誉教授
テクノインテグレーション

出川代表取締役
インフォーマインテリジェンス

南川ｼﾆｱｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞﾃﾞｨﾚｸﾀｰ

技術推進委員会

プロジェクトリーダー
東工大 角嶋邦之

研究開発課題② 半導体製造装置

研究開発課題① 新世代パワー半導体

日新イオン機器
USA Inc.

NPERC-J

三菱電機（株）

（株）SUMCO

（株）FLOSFIA
産業機器向け1200V α-Ga2O3 SBD開発

九州大、東芝D&S（株）、東大
大口径インテリジェント・シリコンパワー半導体の開発

（株）日立製作所
半導体製造装置の高度化に向けたスマート検査/加工技術の開発

（株）日新イオン機器
低エネルギーイオンビームによる表面改質装置の開発

（株）ニコン
高精度アライメント計測システムの研究開発

キヤノンアネルバ（株）
次世代不揮発性メモリ向け成膜装置の開発

東京エレクトロン（株）
３Dインテグレーション研究開発

（担当推進部）NEDO IoT推進部

（株）オーク製作所
三次元積層関連の革新的な後工程用露光装置の研究開発

（株）SCREENセミコンダクターソリューションズ
直描露光機に関する高解像度化開発

（株）SCREEN
ホールディングス

進捗状況（計画書対比）の確認
事業化・実用化に向けた各種アドバイス

PLサイトビジット
技術的な各種アドバイス

PJ全体マネジメント



3. マネジメント (1) 実施体制

ＮＥＤＯ
ＰＭ：野村重夫

ＰＬ
東工大 角嶋准教授

◇産業機器向け1200V α-Ga2O3 SBD

ユーザーアドバイザリー
ボード

㈱ FLOSFIA

（実施場所） 本社（京都）
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実施体制（実施者間での連携）

ユーザーアドバイザリーボード
開催頻度 １回／6ヶ月

目的・
討議内容

研究開発状況の共有、モジュール仕様や開発方向
性の協議、意見交換

顧客要求・協議



3. マネジメント (1) 実施体制

◇大口径インテリジェント・Siパワー半導体

九州大学

（実施場所）
応用力学研究所

東京大学

（実施場所）
生産技術研究所、
本郷キャンパス

東芝D&S ㈱

（実施場所）
東芝半導体シス
テム技術センタ
分室、東大、九
大

NPERC-J

（実施場所）
NPERCーJ、東
大、九大

三菱電機 ㈱

（実施場所）
三菱電機パワー
デバイス製作所、
同熊本工場、
東大、九大

㈱ SUMCO

（実施場所）
九州事業所（佐賀、
伊万里）、
東大、九大

ＮＥＤＯ
ＰＭ：野村重夫

ＰＬ
東工大 角嶋准教授

再委託 共同実施 共同実施
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実施体制（実施者間での連携）
運営会議

開催頻度 月１回

参加者 九州大学、東京大学、東芝D&S、NPERC-J、三菱電機、
SUMCOの業務管理者、WGリーダー、NEDO、METI

目的・
討議内容

技術進捗、課題、技術推進委員会指摘事項の共有を図る。
また、特許出願、学会・論文発表の審査・管理も行う。

全体会議
開催頻度 年２回

参加者 全研究員、事務関係者、NEDO、METI

目的・
討議内容

研究開発進捗、プロジェクト目標の共有、プロジェクトメ
ンバーによる意見交換、学会情報の共有

WG (300mm／Si材料・プロセス／デジタルゲート）
開催頻度 月１回

参加者 九州大学、東京大学、東芝D&S、NPERC-J、三菱電機、
SUMCOの業務管理者、WGリーダー

目的・
討議内容

研究開発進捗、プロジェクト目標、技術課題の共有、WGメン
バーによる技術討論、意見交換



3. マネジメント (1) 実施体制

ＮＥＤＯ
ＰＭ：野村重夫

ＰＬ
東工大 角嶋准教授

◇ ３Dインテグレーション研究開発

東京エレクトロン㈱

（実施場所） 九州支社
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実施体制

ＮＥＤＯ
ＰＭ：野村重夫

ＰＬ
東工大 角嶋准教授

◇高精度アライメント計測システム

㈱ニコン

（実施場所） 熊谷製作所（埼玉）



3. マネジメント (1) 実施体制

ＮＥＤＯ
ＰＭ：野村重夫

ＰＬ
東工大 角嶋准教授

◇スマート検査加工技術

㈱ 日立製作所

（実施場所） 日立 中央研究所（東京）
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実施体制（実施者間での連携）

（アドバイザ）
㈱ 日立ハイテク

技術議論
開催頻度 １回／3ヶ月

目的・
討議内容

事業部の顧客デモに合わせて、自動化機能のヒア
リングと将来計画議論を実施

技術議論



3. マネジメント (1) 実施体制

ＮＥＤＯ
ＰＭ：野村重夫

ＰＬ
東工大 角嶋准教授

◇低エネルギーイオンビームによる表面改質装置

日新イオン機器㈱

（実施場所） 滋賀事業所

Nisin Ion Equipment USA Inc.

（実施場所） Massachusetts R&D Center
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実施体制（実施者間での連携）

Web会議
開催頻度 １回／1～2か月

目的・
討議内容

研究開発進捗・技術課題・スケジュール・トラブル
内容の共有と議論、装置レイアウト・仕様・移設等
に関する議論

NIUSA訪問
開催頻度 適宜

目的・
討議内容

研究開発進捗の現地視察、装置開発進捗・課題・ス
ケジュールの共有と議論、装置のオペレーショント
レーニングと不具合対応

再委託



3. マネジメント (1) 実施体制

ＮＥＤＯ
ＰＭ：野村重夫

ＰＬ
東工大 角嶋准教授

◇次世代不揮発性メモリ向け成膜装置

キヤノンアネルバ㈱

（実施場所） 川崎市 栗木本社 研究開発センター
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実施体制

ＮＥＤＯ
ＰＭ：野村重夫

ＰＬ
東工大 角嶋准教授

◇三次元積層関連の革新的な
後工程用露光装置の研究開発

株式会社オーク製作所

（実施場所） 日の出工場



3. マネジメント (1) 実施体制
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実施体制（実施者間での連携）

ＮＥＤＯ
ＰＭ：野村重夫

ＰＬ
東工大 角嶋准教授

◇直描露光機に関する高解像度化開発

株式会社SCREENセミコンダクターソリューションズ

（実施場所） SCREEN洛西事業所（京都府京都市）

株式会社SCREENホールディングス

（実施場所） SCREEN洛西事業所（京都府京都市）

定例会議
開催頻度 １回／週

目的・
討議内容

研究開発進捗・技術課題・仕様・スケジュール等の
共有と議論

再委託



3. マネジメント (1) 実施体制

【採択プロセス】
採択審査委員会：公募（2021年5月7日）、再公募（2021年8月24日）、追加公募（2022年6月10日）
採択審査項目：NEDOの標準的採択審査項目に加え、加点項目として、

①中堅・中小・ベンチャー企業が直接委託先であり、かつ、 研究開発遂行や実用化・事業化にあたっての重要な役割を担っている
②ワーク・ライフ・バランス等推進企業に関する認定等の状況
③若手研究者（40 歳以下）や女性研究者が研究開発責任者もしくは主要研究者として登録され、当該研究者の実績や

将来性等を加味した提案 を追加
採択条件：採択審査委員会では、予算の絞り込み・実施計画の見直し・ユーザーニーズの把握を条件に採択が行われた。
研究の健全性・公平性の確保に係る取組： 公募の際にその他の研究費の応募・受入状況を確認し、不合理な重複及び過度の集中がないか確認
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個別事業の採択プロセス
2020年度 2021年度 2022年度

公募

▲2/1 ▲3/9 ▲4/9

再公募

▲6/4 ▲7/7 ▲8/10

予
告

公
募

〆
切

予
告

公
募

〆
切

追加公募

▲2/24 ▲4/15 ▲5/25

予
告

公
募

〆
切

酸化ガリ（FLOSFIA）
大口径Si（九大、東芝D&S、東大）
ﾄﾞﾗｲｴｯﾁﾝｸ（日立製作所）
ﾄﾞﾗｲｴｯﾁﾝｸ（日新イオン機器）
露光装置（ニコン）
３次元積層（東京エレクトロン）

成膜装置（キヤノンアネルバ） 後工程用露光装置（オーク製作所）
後工程用露光装置（SCREENセミコンダクターソリューションズ）

採択
テーマ



3. マネジメント (2) 受益者負担の考え方
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予算及び受益者負担
（単位：百万円）

研究開発項目 2021年度 2022年度 2023年度 合計

①新世代パワー半導体
①－１ 酸化ガリウムパワー
半導体の開発

委託
100％ 400 200 180 780

① 新世代パワー半導体
①－２ 大口径インテリ
ジェント・シリコンパワー半導
体の開発

委託
100％ 487 550 448 1,485

② 半導体製造装置の高
度化に向けた技術開発

委託
100％ 1,007 2,062 1,888 4,957

合 計 1,894 2,813  2,516  7,222

◆予算 ◆委託事業の理由

・国内半導体産業の技術水準向上
・安定したサプライチェーン構築
・経済安全保障上の懸念

我が国の基幹産業にとって重要性
が増していく（パワー）半導体を
国内で安定的に供給していく必要
がある

本分野の国際競争力を維持するため、
国家的な強化施策が必要

本分野の革新的な技術開発を政府主
導で実施するため委託事業で推進



3. マネジメント (3) 研究開発計画

53

研究開発スケジュール/目標達成に必要な要素技術

出展：2022年度 バイオジェット 中間評価（公開）

2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 ゴール

①新世代
パワー
半導体

酸化
ｶﾞﾘ FLOSFIA

大口径Si 九大、東芝D&S、
東大

②半導体製造装置

日立製作所

日新イオン機器

ニコン

キヤノン
アネルバ

東京
エレクトロン

オーク製作所

SCREENセミコ
ンダクターソ
リューションズ

高精度重ね合せ接合技術開発
（ｽﾃｰｼﾞ、温調、画像制御）

300mmパワーMOSFET、SbドープIGBT等

品質指標
抽出等

SBD/モジュール
試作評価

条件最適化 ソフト実証、
加工検証

ウェハ反り対応
＜ユーザーニーズの顕在化により目標見直し実施＞

高品質n-層、接合構造開発

システム実証新光学系、ワイドバンド光源開発

300mmSbドープIGBT、
ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝﾄ･ﾃﾞｼﾞﾀﾙｹﾞ-ﾄ･ﾓｼﾞｭ-ﾙ等

ビーム電流増大化、
イオン源開発 試作機検証

・αGAO-SBD/パワー
モジュール実用化実証

・自己制御機能パワー
半導体開発、実用化実証

・要素技術確立
・装置の試作評価
・実用化実証

ダイレクト露光装置の
実験機開発

ダイレクト露光装置の
プロト機開発

要素技術開発
高解像度光学系開発

長尺高精度ステージ開発
高解像度直描露光機の開発

中間
目標

中間
目標

最終
目標

最終
目標

前倒し達成

極薄膜酸素反応性スパッタチャンバ（SC）
平行平板SC他

＜ユーザーニーズの顕在化で新材料追加＞

In-situSC
最終
目標

最終
目標

最終
目標

最終
目標

最終
目標

中間
目標

中間
目標

中間
目標

中間
目標

中間
目標

最終
目標

最終
目標
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進捗管理

実施者から定期的なヒアリングを実施
外部有識者からなる技術推進委員会を定期的に開催し、プロジェクト運営に反映
PLと共にサイトビジットを実施し、研究方向性を個別にフォローアップ

• 研究開発進捗状況の確認、• ベンチマークの検討、

• 加速資金投入の検討、• 実用化見込みの検討、

• 知財戦略の検討

2021年度 2022年度 2023年度
8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

事
業
開
始

キ
ッ
ク
オ
フ(

初
回
公
募
分)

加
速
資
金
投
入
①
3
次
元
積
層

事
業
開
始(

再
公
募
）

／
キ
ッ
ク
オ
フ(

再
公
募
分)

／
加
速
資
金
投
入
②
大
口
径Si

第
1
回
技
術
推
進
委
員
会

／
大
口
径Si 

全
体
会
議
①

大
口
径Si

全
体
会
議
②

PL

サ
イ
ト
ビ
ジ
ッ
ト
①(

関
西
地
区)

第
2
回
技
術
推
進
委
員
会

PL

サ
イ
ト
ビ
ジ
ッ
ト
②
③(

関
東
／
九
州
地
区)

／
事
業
開
始(

追
加
公
募
）

キ
ッ
ク
オ
フ(

追
加
公
募
分)

PL

サ
イ
ト
ビ
ジ
ッ
ト
④(

関
東
地
区)

／
キ
ッ
ク
オ
フ(

追
加
公
募
分)

／
大
口
径Si

全
体
会
議
③

PL

サ
イ
ト
ビ
ジ
ッ
ト
⑤(

関
東
地
区)

／
加
速
資
金
投
入
③
大
口
径Si

第
3
回
技
術
推
進
委
員
会

／
計
画
変
更
①
3
次
元
積
層

／
計
画
変
更
②
成
膜
装
置

加
速
資
金
投
入
④
露
光
装
置

加
速
資
金
投
入
⑤
改
質
装
置

大
口
径Si

全
体
会
議
④

中
間
評
価

第
4
回
技
術
推
進
委
員
会
（
予
定
）

PL

サ
イ
ト
ビ
ジ
ッ
ト
⑥(

予
定)

PL

サ
イ
ト
ビ
ジ
ッ
ト
⑦(

予
定)

第
5
回
技
術
推
進
委
員
会
（
予
定
）

／
大
口
径Si

全
体
会
議
⑤

定期的にヒアリング・技術推進委員会による外部有識者レビュー・PLサイトビジットを実施
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進捗管理：動向・情勢変化への対応
国内外での動向・情勢把握の実施
◆最新の研究動向の把握のため、実施者とのコミュニケーションだけでなく、NEDO自らが国内外の学会・シンポジ

ウム・展示会などに毎年度複数回参加。
◆最新の市場動向も把握のため、市場調査レポートを購入し毎年度の定点観測を行うだけでなく、2022年度に

は外部機関を活用した調査を実施。

適時、適切な計画変更
必要に応じて、柔軟に適切な計画変更を行い、研究開発を推進
◆研究計画の前倒し、目標見直し、新たな研究開発項目の追加等、計画見直しを実施
◆一部のテーマについては、開発期間を短縮して成果を前倒し、早期に実用化

機動的な加速資金の投入
状況の変化・開発の進捗などに対し、必要な加速資金を適切に投入し研究開発を加速

APEC2023に参加
＠米国・フロリダ

（活動の一例）

2022年度に先端半導体パッ
ケージに関する調査事業を実施



3. マネジメント (3) 研究開発計画
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進捗管理：動向・情勢変化への対応

② 市場ニーズ変化への対応のための計画変更
ウェハーボンダー装置市場で大きな割合を占めるNAND市場において、当初は想定していなかった、ウェハ反りに対して一定
量の重ね合わせ精度を実現できる装置の必要性があがったため、市場獲得に向け研究開発計画の見直しを実施。
・テーマ／代表事業者：３Ｄインテグレーション研究開発／東京エレクトロン（株）

③ 実用化確度を高めるための計画変更
当初、成膜チャンバー毎に設定した複数のターゲット材料に対して、最新の顧客ニーズを基に優先度を付け、
開発リソースの集中・強化するために研究開発計画の見直しを実施。
また、不揮発メモリ成膜のターゲット材料に実用化実現性の高い新材料の追加を実施。
・テーマ／代表事業者：次世代不揮発性メモリ向け成膜装置の開発／キヤノンアネルバ（株）

① 技術動向変化への対応のための追加公募を実施
半導体スケーリングの微細化ではコスト及び性能には限界がきており、三次元積層関連装置等の革新的技術の要求が高
まっているため、後工程における露光装置に関する追加公募を実施し、研究テーマを補充した。
・テーマ／代表事業者：三次元積層関連の革新的な後工程用露光装置の研究開発／ （株）オーク製作所
・テーマ／代表事業者：直描露光機に関する高解像度化開発／（株）SCREENセミコンダクターソリューションズ

事業開始からこれまでに動向・情勢変化による複数の計画見直しを実施（以下に代表例を記載）
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進捗管理：開発促進財源投入実績

N
o 件名 年度 金額

(百万円) 目的 成果・効果

① ３Ｄインテグレーション研究開発 2021年
度 14 中間目標を前倒し達成する。 中間目標の1年前倒しを実施し、

実用化の確度を向上させる。

② 大口径インテリジェント・シリコンパワー半導
体の開発

2021年
度 49 評価装置並びにシミュレーションモデ

ルの追加購入で開発前倒しを図る
開発評価期間の3ヶ月短縮と最終
目標達成の確度の向上を達成する。

③ 大口径インテリジェント・シリコンパワー半導
体の開発

2022年
度 50

デバイス試作装置などの追加購入
で研究過程で判明した課題の解決
を図る

研究過程で判明した課題の解決を図る
ことで最終目標達成の確度を向上させ
る。

④ 高精度アライメント計測システムの研究開
発

2022年
度 42 新アライメントマークを使ったアライメ

ント計測手段の研究開発
微細化されたマークピッチやアライメント
マークのずれの高感度計測が可能となり、
最終目標達成の確度を向上させる。

⑤ 低エネルギー大電流イオンビームによる表
面改質装置の開発

2022年
度 69 2023年度納入予定の長納期機

材を2022年度に前倒し納入
長納期機材の納期遅れによる
開発計画遅れのリスクを軽減する。

目標達成確度の向上、開発期間の短縮・実用化時期の前倒しなどを目的として加速資金の投入を実施

＜計＞ 224


